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(54) Procedeu de obtinere a contactului microfirului in izolatie de sticld

(57) Rezumat:
1

Inventia se referd la metodele de obtinere a
contactului microfirului si poate fi utilizatd la
fabricarea microtermocuplurilor.

Procedeul de obtinere a contactului
microfirului in izolatie de sticla consta in aceea
cd se fixeazd pe un suport dielectric un
microfir in izolatie de sticld, se prelucreaza
preventiv, se depune chimic un strat de metal
pe un capat al microfirului, pe izolatia de sticld
si suport, se amplaseaza suportul cu microfirul

in izolatie de sticld intr-o baie cu electrolit,

2
apoi pe celdlalt capat al microfirului, prin

metoda electrochimicd cu aplicarea curentului
prin impulsuri, se depune un metal, microfirul,
i procesul depunerii electrochimice, este
utilizat in calitate de catod, iar in calitate de
anod este utilizat un fir din metal, totodatd
depunerea electrochimica se realizeazd timp de
18...25 min, cu intensitatea curentului de 1
A/dm’si cu perioada dintre impulsuri de 2 s.

Revendiciri: 1



(54) Method for producing microwire contact in glass insulation

(57) Abstract:
1

The invention relates to microwire contact
production methods and can be used in the
manufacture of microthermocouples.

The method for producing microwire
contact in glass insulation consists in that onto
a dielectric substrate is fixed a microwire in
glass insulation, it is preliminarily processed,
on one end of the microwire, on the glass
msulation and substrate is chemically
deposited a metal layer, it is placed the

substrate with the microwire in glass insulation

2
into a bath with electrolyte, then on the other

end of the microwire, by the electrochemical
method using a pulsed current, is deposited a
metal, the microwire, in the electrochemical
deposition process, is used as cathode, and as
anode a metal wire, at the same time the
electrochemical deposition is carried out
during 18...25min, with the current intensity
of 1 A/dm* and the period between pulses of 2
S.

Claims: 1

(54) Crioco0 mory4eHusi KOHTAKTA MUKPONIPOBOJA B CTEKJISIHHON H30JIILIUH

(57) Pegepar:
1
H300peTeHrie  OTHOCHTCA K METOIaM

MOTYYCHUA KOHTAKTAa MHKPOIIPOBOIA M MOKET
OLITH  HCIOIB30BAHO B H3TOTOBJICHUHU
MHKPOTEPMOTIap.

Crmocod TONyJYCHHS KOHTaKTa MHKPO-
IPOBO/TA B CTEKIISTHHOMK H3OJISIIHE
3aKITFOYACTCA B TOM, UTO Ha JUICKTPUICCKYIO
MOMIOKKY ~ KPEHMUTCI  MUKDOIPOBOA B
CTCKIIAHHOH  W3OJAIMH,  IIPSABAPUTEIHHO
o0OpabaThIBaCTCA, Ha OIUH KOHEIT
MUKPOIPOBOAA, CTCKIAHHYIO H3OIAIHI0 U
MOTOMKKY ~ OCAXKTACTCI XUMHUECKH — CIIOH
MeTalIa,

IIOMEIITAaCTCA IIOUIOXKKa C

2
MUKPOIIPOBO/IOM B CTCKIIIHHON 300U B

BAaHHYIO C OJIGKTPOIHTOM, 3aTe€M Ha JPYyron
KOHEIT MHKPOIIPOBOAA, OIJIEKTPOXHMHYECKHM
METOJIOM C IIPUMEHEHHEM HMITYIILCHOTO TOKa,
OCaKTaeTcs  METalll, MHKpPOIIPOBOZI, B
IPOIECCE  AIEKTPOXHMHUYECKOIO OCAXKICHUS,
HCITONIB3yETCS B KAUECTBE KaTo/a, @ B KaUuecTBE
aHOJla HCIIONB3YETCS METAIUIHYECKHN IIPOBOJ,
IOpH 3TOM JIEKTPOXHMHUUECKOE OCAKICHHE
OCYIIECTBIIAETCA B TeueHue 18...25 MuH 1pu
cwre Toka 1 A/dm® u mepmomom B 2 Cek.

MCK/Y UMITYJIbCaMU.

I1. popmymsr: 1
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Descriere:

Inventia se refera la metodele de obtinere a contactului microfirului si poate
fi utilizata la fabricarea microtermocuplurilor.

Este cunoscut procedeul de obtinere a contactului microfirului in izolatie de
sticld, care constd in aceea ca prin metoda electrochimica pe microfir se depune
un metal, care se caracterizeazd prin proprietati termoelectrice ce permit
folosirea microfirelor la fabricarea unor termocupluri speciale [1].

Dezavantajul acestui procedeu constd in aceea cd utilizarea ulterioara a
microfirelor in izolatie de sticld se complicd prin lipsa unei bune conexiuni a
lor cu colectorul de curent.

Cea mai apropiatd solutie este procedeul de obtinere a contactului
microfirului in izolatie de sticld de diametru mic (<10 wm) prin aplicarea
amestecului eutectic lichid de In-Ga pe un capdt al microfirului, fixat pe un
suport [2].

Dezavantajele procedeului constau in aceea cd este limitat de procesul de
difuziune a amestecului de In-Ga la temperatura camerei si nu poate fi asigurat
un contact sigur pentru microfirul in izolatie de sticld de diametru mic.

Problema pe care o rezolva inventia constd in obtinerea unui contact sigur
al microfirului in izolatie de sticld de diametru mic, mentindnd puritatea
microfirului.

Procedeul, conform inventiei, inldturd dezavantajele mentionate mai sus
prin aceea ca se fixeaza pe un suport dielectric un microfir in izolatie de sticld,
se prelucreaza preventiv, se depune chimic un strat de metal pe un capat al
microfirului, pe izolatia de sticla si suport, se amplaseazd suportul cu
microfirul in izolatie de sticld Intr-o baie cu electrolit, apoi pe celdlalt capat al
microfirului, prin metoda electrochimicé cu aplicarea curentului prin impulsuri,
se depune un metal. Microfirul, in procesul depunerii electrochimice, este
utilizat in calitate de catod, iar in calitate de anod este utilizat un fir din metal,
totodatd depunerea electrochimicd se realizeazd timp de 18...25 min, cu
intensitatea curentului de 1 A/dm*si cu perioada dintre impulsuri de 2 s.

Rezultatul inventiei constd in asigurarea contactului microfirului in izolatie
de sticla.

Exemplu de realizare a procedeului

Preliminar depunerii chimice, suprafata microfirului in izolatie de sticla,
fixat pe un suport, s-a prelucrat cu o solutie de 2% NaOH timp de 2 ore pentru
asigurarea rugozitatii suprafetei de sticla, dupa care timp de 2 min s-a prelucrat
cu apa distilata cu o temperatura t = 50...60°C . Apoi, timp de 15 min a urmat
procesul de sensibilizare intr-o solutie acidd de clorurd de staniu cu spdlarea
ulterioara intr-o solutie slabd de NaOH (pH ~ 9) si uscarea la aer. A urmat
activarea la o temperaturd t = 60°C intr-o solutie acida de clorura de paladiu cu
uscarea ulterioard la aer. Pentru depunerea chimicd, in particular, a nichelului
s-a folosit urmatorul electrolit, g/l: NiSO, - 7H,O — 25, NaH,PO, — 25,
NayP,0O; - 10H,O — 50, pH = 10 — 11 (se adaugd amoniac), t = 65...75°C.
Procesul de depunere chimica a decurs timp de o ord, dupd care a urmat
spélarea §i uscarea microfirului in izolatie de sticld. Dupa uscare, suportul cu
microfirul in izolatie de sticld a fost amplasat intr-o baie cu electrolit, unde pe
celdlalt capat al microfirului, prin metoda electrochimicd cu aplicarea
curentului prin impulsuri s-a depus un metal, microfirul, in procesul depunerii
electrochimice, fiind utilizat in calitate de catod, iar in calitate de anod fiind
utilizat un fir din metal, totodatd depunerea electrochimicd a fost realizatd timp
de 18...25 min, cu intensitatea curentului de 1 A/dm> si cu perioada dintre
impulsuri de 2 s.

Astfel, procedeul elaborat permite obtinerea contactului microfirului in
izolatie de sticld, fapt ce poate fi utilizat la fabricarea microtermocuplurilor.
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